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概要 

本研究は電界電子放出を用いた電子源の開発を目標としている。電界電子放出とは導体表面に強

い電界を加えることにより電子を外部に放出する現象である。強い電界を作るための構造として

針状導体を採用した。針状導体は高密度集積回路製造技術を用いて形成する。これによりコンパ

クトで低コスト、長寿命で高速スイッチング可能な面電子源の実現が期待される。 

 

電子源はＸ線からブラウン管まで広い分

野で使われている。Ｘ線の電子源としてはフ

ィラメンント用いられている。フィラメント

の加熱のため余分なエネルギーが必要であ

り、また寿命の問題もある。 

本研究では電子源に電界電子放出現象を

用いる。電界電子放出現象を効率的に行うた

めには、針状導体の形成が不可欠であり、針

の製造には高密度集積回路製造技術（以下

LSI製造技術）を用いる。現在の LSI製造技

術は積層化されており、縦方向の正確な導体

配置が可能である。針の階層構造を図１に示

す。各回路形成層をビアで接続することで、

縦方向に均等な針状の導体の形成が可能で

ある。LSI製造技術を使用した電子源は、フ

ィラメントの電子源と比較して高寿命や高

電力効率だけではなく、面電子源が容易に製

造できることや、針根元に MOSFET を構築

し、電子放出を高速にスイッチング可能とい

った多くのメリットがある。 

 

現在までにシミュレーションを元にプロト

タイプのチップを試作した。製造には CMOS 

0.35プロセスを使用した。レイアウトを図 2

に示す。このプロセスでは最小径 0.8 μmの

針先端が実現できた。40 μm 間隔で針を配

置し、5 mm角のチップには針状の構造体を

1936 本配置できた。今回は試作チップのテ

スト結果について報告する。 
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